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SiC-MOSFETの内蔵pnダイオードを還流ダイオードとして使用することでパワーモジュールの

小型化とコスト低減が期待できる。しかし、内蔵 pn ダイオードに通電すると基底面転位(BPD)が

積層欠陥(SF)へ拡張し、オン電圧が増加する通電劣化現象が起こる。BPD はプロセス中に形成さ

れることが報告されており[1-4]、これを抑制するプロセスの構築が必要となる。今回はプロセス

起因で形成される結晶欠陥を PLイメージングとKOHエッチングにより評価した結果を報告する。 

4 度オフの 4H-SiC 基板上に形成された膜厚 30 ㎛の n-エピタキシャル層を用い、マスク越しに

Alを注入し、1700
 o
C の活性化アニールをした。Al注入は、ドーズ量 2.0×10

15 
cm

-2として深さ約

500 nmの BOXプロファイルを形成する条件を基準とし、ドーズ比 0.5 (室温)、1.0 (室温)、1.0 (350
 

o
C)の依存性を評価した。 

Table I に活性化アニール後

のサンプルの PL 像と KOH エ

ッチング後の微分干渉顕微鏡

像を示す。PL像からドーズ比 1.0 

(室温)ではAl注入境界において

積層欠陥と BPD が確認できる。

一方、ドーズ比 0.5 (室温)と 1.0 

(350
 o

C )ではどちらも確認されな

い。同様に、KOH エッチング結

果からもドーズ比 1.0 (室温)のみ

Al 注入境界においてエッチピッ

トが確認できる。以上より、Al 注

入と活性化アニールによって形

成される結晶欠陥は注入ドーズ

量と注入温度を最適化すること

により制御可能であることが分かる。講演では、プロセス起因の結晶欠陥が形成される解釈と、試作した

SiC-MOS デバイスの電気特性について報告する。 
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Table I. PL and DIC optical images of the Al implanted and 

annealed samples at various Al implantation conditions  
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